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АННОТАЦИЯ

Процессы, протекающие в фотодиоде, являются порогом в ІТ-технологии. Осознание процессов, протекающих в фотодиодах и приборах, использующих фотодиоды, является основой управления элементарными процессами климата и погоды, процессов, протекающих в ядрах атомов. Связь этих всех процессов органично связано между собой, однако, до настоящего времени, материальные технологи развивались самостоятельно, а IТ – отдельным блоком. Суть реальной науки состоит в том, чтобы найти мосты, соединяющие между собой материальные технологии и IT-технологии. В этом состоит проблема фундаментальной науки мира.  Если человечество будет продолжать находиться в плену стандартной модели физики, а IT-технологии будут развиваться самостоятельно, то консенсуса не будет и Мир придет к собственной гибели.

Задача состоит в том, чтобы решить эту проблему как можно быстрее. 

Фотодиод является ступенью, которая позволяет пойти по лестнице, ведущей к управлению IT-технологиями.

2. НОВЫЕТ ТЕРМИНЫ
1. Полупроводник – металл, у которого имеется только  один электрон проводимости и отсутствует энергия порога ионизации. Как правило, каждый атом металла имеет два и больше электронов проводимости, а полупроводники – только один. При извлечении электрона проводимости из металла в ядре атома создается энергетический барьер, преодолеть который могут электроны тока, у которых энергия серий трансэлпоса будет больше или равна избыточной энергии спана ядра.    
2. Полупроводниковый положительный переход – это сохранение энергии положительных электрических пострино, при выходе их из полюсов ядер атомов полупроводника в слой напыленного на его поверхность металла.

3. Полупроводниковый отрицательный переход – это усечение энергии положительных электрических пострино при выходе их из полюсов ядер атомов последнего слоя полупроводника в слой поликристаллического металла или слой металла, напыленного на другой проводник.

4. Омическое сопротивление полупроводников - обусловлено поглощением второй части энергии серии трансэлпоса при прохождении их  через полюса ядер атомов для освобождения электронов тока из полюса ядра атома при условии, что время завершения полупериода циклических колебаний наружных атринов спанов меньше времени прохождения положительного пострино через полюс ядра атома. Количество поглощений ядер атомов полупроводника определяется эфанами Ариадны, которые учитывают физические свойства, конфигурацию и структуру полупроводника.

Эфаны Ариадны заранее определяют ядра атома полупроводника, которые должны поглотить эту энергию. 

Все эфаны Ариадны проходят через полюса ядер атомов, расположенные в направлении движения к аноду. 
5. Эфана Ариадны − ситуационная кольцевая эфана замыкающая цепь тока источника ЭДС. Она синтезируется эфаной ядра атома, который получил избыточную энергию  накануне возможной его ионизации. Непрерывные серии эфаны Ариадны входят параллельно сериям эфаны Ариадны второго атрина, дальше проходят через полюс ядра атома и устанавливают силовую связь с последним рядом квантонов эфаны первого атрина спола.


6. Энергия ионизационного порога − минимальная величина энергии, которую необходимо сообщить атому металла, чтобы осуществить его ионизацию.

7. Проводники− металлы, в ядрах атомов которых  имеются электроны проводимости, а при нагреве и охлаждении энергия, поступившая в ядро атома, принимается наружными атринами спанов  ядер атомов. В проводниках амплитуды пульсаций вектора атрисов квантонов серий эфан Ариадны стационарны.


8. Трансэлпосис – это трансэлпос, который прошел полюс ядра атома в результате поглощения второго пострино, идущего за сериями трансэлпоса, ядром атома для освобождения электрона тока из ядра. Трансэлпосисы движутся самостоятельно и за ними не могут двигаться положительные электрические пострино, так как их останавливают полюса ядер атомов из-за того, что между сериями трансэлпоса и последующими пострино оказался разрыв в одно пострино, которое было поглощено ядром атома.  Положительные электрические пострино аннигилируют на полюсах ядер атомов, создавая падение напряжения на проводнике и полупроводниках.


9. Трансэлпосик – это усеченные серии трансэлпоса, которые отдали часть своей энергии ядру атома, в который поступил электрон тока, для освобождения его от силовой связи с ядром атома.

10. Диэлектрическая проницаемость – это свойство полупроводников усекать положительные эфаны Ариадны при выходе из  ядер атомов пограничного слоя в новую среду (полупроводниковый отрицательный переход). 

11. Постринопрохождение – это время, втечение которого пострино может пересекать полюс ядра атома. Которое равно промежутку между завершением полупериода циклических колебаний наружными и внутренними атринами tпр. 

12. Постриноусечение – это промежуток времени, между завершением полупериода  циклических колебаний атринов наружных атринов пульсэда и спана tус.
13. Диэлектрическая проницаемость – это отношение времени постринопрохождения ко времени постриноусечения 
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В момент касания полюса ядра атома пострино в металле происходит установление амплитуд пульсации векторов квантонов равных амплитудам пульсаций наружных атринов пульсэда. Такая большая плотность векторов квантонов пострино дает возможность пересекать полюс ядра атома с любой энергией серий пострино.

Полупроводники не имеют энергии ионизационного порога. А потому эфана Ариадны дает команду пострино, движущимся по ней, устанавливать размеры сжатых серий в соответствии с постринопрохождения. Эти сжатые пострино свободно могут пройти через полюс ядра атома, если нет других указаний. При выходе пострино из полупроводника в отрицательный полупроводниковый переход происходит отсечение всей второй половины сжатого пострино, энергия которого выходит за пределы постриноусечения. Все остальное поведение пострино при омическом сопротивлении проводника соответствует описанному раньше.

14. Фотодиод – полупроводник у которого время пересечения наружными атринами спанов полюса ядра больше времени пересечения полюса сериями эпостриса, который вошел в соприкосновение с полюсом ядра атома. В этом случае все серии эпостриса успевают пересечь полюс ядра, а электрон тока превращается в электрон заряда. При освещении поверхности полупроводника светом оптического диапазона полюс ядра атома воспринимает энергию фотона и освобождает электрон от силовой связи с ядром. Электрон заряда превращается в электрон тока.

3. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКА

Полупроводники в положительные электрические пострино входят с одной стороны, а трансэлпосы – с диаметрально противоположной стороны. Поток положительных электрических пострино, при вхождении в полупроводник, не изменяет энергию серий, а при выходе из полупроводникового отрицательного перехода отсекает часть энергии пострино, равную энергии сжатого пострино в пределах от момента завершения пульсаций атринов пульсэда до момента завершения прохождения через полюс наружных атринов спанов (в соответствии с величиной диэлектрической проницаемости). А остальная энергия, которая заключена в промежутке времени от момента завершения полупериода циклических колебаний атринов спана до завершения колебаний внутренних атринов  пульсэдов. Вся эта энергия аннигилирует, остается только энергия начального участка. С противоположной стороны движутся положительные электрические пострино. Те трансэлпосы, которые должны отдать энергию ядрам атомов, при подходе к ним сжимаются. В момент соприкосновения серий трансэлпоса с полюсом ядра атома серии сжимаются в соответствии с максимальной амплитудой пульсации. Вистры яритиса ядра атома устанавливают прямую силовую связь с полюсами электронов тока и вовлекаются в полюс ядра атома, так что полюс ядер электрона тока совмещается с полюсом ядра атома.  Часть серий трансэлпоса начинает пересекать полюс ядра атома и по завершению пересечения полюса ядра атома наружными атринами происходит отсечение части серий трансэлпоса. Остаток серий поглощается ядром атома и идет для увеличения энергии атринов спанов. Ядро нагревается. Начинается новый полупериод циклических колебаний серий атринов ядра атома и электрона. Электрон тока в ядре атома превращается в электрон заряда. После пересечения полюса вистра биртрона ядра атома увеличивает свою амплитуду пульсаций и принимает размер, равный комптоновской длине волны. Так как усеченные серии не имеют электрона тока, они прикрепляются к полюсу ядра атома и ждут, когда электрон заряда совершит полупериод циклических колебаний для освобождения от полюса ядра атома (рис.1 и 2).
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Рис.1. Усечение положительных электрических пострино, движущихся навстречу трансэлпосам, при пересечении полюсов ядер атомов полупроводника, входящих в полупроводниковый отрицательный переход.
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Рис.2. Пересечение электроном тока ядра атома полупроводника при омическом сопротивлении: ТУ- трансэлпос с усеченными сериями пострино; ПСОТ – пострино сжатые, отсеченные от серии трансэлпоса; ПУТ -   усеченные серии будущего трансэлпоса


После завершения полупериода циклических колебаний в ядре атома вистры электрона заряда устанавливают силовую связь с центром усеченных серий трансэлпоса и вистры сокращаются. Полюс электрона перемещается в центр усеченного пострино и его коренная вистра сжимается и синтезирует избыточную энергию, превращая электрон заряда в электрон тока. К этому моменту времени к полюсу ядра атома подходит второе пострино, что следовало за трансэлпосом (рис.2). У этих пострино амплитуда пульсаций векторов атрисов квантонов остается такой же, как и была раньше. А у трансэлпосиса частота пульсаций уменьшилась, а амплитуда увеличивалась, поэтому последующие серии пострино не могут перемещаться за трансэлпосом. Они аннигилируют на полюсах ядер атомов, создается падение напряжения в цепи полупроводника. Трансэлпосик – это трансэлпос, у которого произошло уменьшение энергии серий пострино и увеличилась амплитуда пульсаций и уменьшилась частота пульсаций.  Трансэлпосис дальше следуют в своих группах, не участвуя в энергообменных процессах в  этом полупроводнике.


При прохождении тока в полупроводниках идет смена слоев полупроводников и проводников. Если трансэлпосы движутся через полупроводник в направлении напыленному на его поверхность слоя металла, то в данном случае переход

через границу сред полупроводник-проводник не приводит к изменению в энергии серий трансэлпосов, так как для трансэлпосисов не произошло изменения среды. Назовем такой переход –полупроводниковый положительный переход. 

Рассмотрим процессы, протекающие в ядрах атомов полупроводников и  диэлектриков при прохождении электрического поля сквозь них.

 Диэлектрики, также как остальные вещества, являются непроницаемыми для отрицательных электрических пострино. В момент ионизации ядер атомов синтезируется эфана Ариадны, которая пронизывает все проводники, полупроводники и диэлектрики и достигает второго конца иона. Эфана Ариадны определяет свойства всех веществ, которые она пересекла. При помещении диэлектрика между пластинами конденсатора эфана Ариадны проходит через полюса его ядер атомов и устанавливает время, которое протекает от момента завершения пересечения полюса наружными атринами пульсэда и наружными атринами спанов. Это то время, в течение которого через ядра атома могут проходить положительные электрические пострино. При достижении эфаной Ариадны собственного ядра атома она вынуждает вистры бивитры сжимать Атрины спола с силой, пропорциональной энергии пострино, которая сможет пройти через ядра атома за указанное выше время. Т.е. эфана Ариадны заранее подготавливает все пострино, устанавливая в них уменьшенную величину энергии. 

4. ПОСТРИНО И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
В твердой, жидкой и газовой средах магнитные положительные электрические пострино движутся со скорость света и другой скорости у них не бывает.  Размеры серий каждого магнитного и электрического пострино сохраняются величиной постоянной и равной:
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  - радиус наружных серий атринов пульсэдов ядер атомов,  mе- масса электрона,  С - скорость света.


Энергия каждого магнитного пострино остается всегда величиной постоянной, однако энергия положительных и отрицательных электрических пострино может изменяться в широких пределах, начиная от величины энергии, эквивалентной энергии магнитного пострино, и достигать значений в тысячи раз больших.


Скорость перемещения электрических пострино в вакууме и воздушном пространстве не зависит от величины их энергии и всегда остается равной скорости света.


В каждый полупериод циклических колебаний серий атринов сполов ядер атомов синтезируются по два положительных электрических пострино, движущихся в противоположных направлениях от сполов навстречу друг другу, которые укладываются на кольцевую эфану Ариадны последовательно друг за другом встык, независимо от величины энергии этих пострино.


Контактируя встык между собой вдоль эфаны Ариадны, серии пострино сохраняют свою индивидуальность, а при потере части энергии увеличивают амплитуды пульсаций, сохраняя размер серий своего пострино и скорость перемещения по эфане Ариадны.
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Рис. 3. Пересечение электроном тока ядра атома проводника без сопротивления

В проводниках перемещаются  электроны тока на трансэлпосах по эфанам Ариадны, и при совпадении полюсов электронов тока с полюсами ядер атомов возникает между ними силовая связь по команде эфаны Ариадны. В проводниках и полупроводниках эфана Ариадны назначает ядра атомов, которые должны установить силовую связь с электронами тока, что позволяет создать видимость сопротивления проводников.


Ядра атомов проводников поглощают энергию второго пострино, идущими за трансэлпосами. (рис.3)


У полупроводников отсутствует энергия ионизационного порога, однако у них, как и у проводников, возникает силовая связь между полюсами электронов тока и ядрами атомов с частотой, определяемой эфаной Ариадны.

Касание серий трансэлпоса и вистр электронов тока с полюсом ядра атома происходит в момент времени после завершения полюсов ядер атомов наружных атринов пульсэда и атринов электрона. В момент касания устанавливается силовая связь серий вистр биртрона электрона тока с ядрами атомов. Вистры сокращаются и втягивают электроны тока за время порядка 10-60 сек в полюса ядер атомов. Серии трансэлпоса могут пройти через полюса ядер атомов, если они успеют его пересечь за время от завершения пересечения полюса наружными атринами пульсэда и внутренними атринами пульсэда.  Так как полупериод циклических колебаний первыми завершают наружные атрины спанов, то через полюс ядра атома успевает перейти только часть энергии серий трансэлпосов. Остальная часть энергии серии трансэлпосов сразу же поступает на наружные атрины спанов ядер атомов.


Отношение всей начальной  энергии серий трансэлпоса к энергии, прошедшей через полюса ядер атомов,  является диэлектрической проницаемостью полупроводников. 

Прошедшие через полюс усеченные серии трансэлпоса увеличивают свои амплитуды пульсаций по мере совершения электроном тока, находящимся в ядре атома, полупериод циклических колебаний. По завершению электроном тока полупериода циклических колебаний серии будущего трансэлпоса приобретают размер равный комптоновской длине волны. Вистра электрона тока устанавливает силовую связь с центром серии будущего трансэлпосика. Вистра сокращает свой размер и втягивает электрон тока в центр серий трансэлпосиса.  


К этому моменту к полюсам ядер атомов подходят новые положительные электрические пострино, у которых амплитуда пульсаций векторов атрисов квантонов значительно меньше амплитуды пульсаций векторов атрисов серий трансэлпосиса. Вследствие чего эти пострино не могут создать единую систему с трансэлпосисами, они аннигилируют на ядрах атомов. 


У полюсов ядер атомов амплитуды пульсаций векторов квантонов в сериях пострино уменьшаются, а частота увеличивается, однако скорость прохождения полюса ядра атома остается равной скорости света.


После усечения конечной части встречного трансэлпосам потока положительных электрических пострино происходит ее аннигиляция. Отсеченная головная часть пострино продолжает  движение по эфанам Ариадны до границы полупроводника.

Необходимо напомнить, что один электрон тока только один раз в период жизни эфаны Ариадны может отдать часть своей энергии серий пострино, а дальше движение происходит через полюса ядер атомов без изменения энергии. Вдоль остальной части эфаны Ариадны электроны тока проходят через ядра атомов без установления силовой связи и сброса энергии.
Диэлектрическая проницаемость – это свойство полупроводников усекать положительные пострино при выходе из  ядер атомов пограничного слоя в новую среду (полупроводниковый отрицательный переход). 

При этом, серии пострино перед полюсами ядер атомов, уменьшают амплитуду пульсаций так, что вся их энергия должна пройти за время от пересечения полюса наружными атринами пульсэдов до пересечения полюса наружными атринами спанов.

Только в промежуток времени от момента пересечения полюса ядра наружными атринами пульсэдов до момента времени завершения пересечения полюса внутренними атринами пульсэдов, через полюс ядра могут проходить сжатые серии пострино и во всех случаях происходит сжатие пострино перед полюсом до этой величины. Усечение сжатых серий пострино полупроводника происходит в результате  того, что наружные атрины спанов ядер  атомов завершают полупериод циклических колебаний раньше и вынуждают электрические вектора квантонов яритиса отсекать от пострино лишние участки серий. Энергия и силовое действие пострино уменьшается в ( раз. 

Если эфана Ариадны не наметила ядра атомов для создания сопротивления, то такие трансэлпосы проходят через полюса ядер атомов, не сбрасывая энергии серий пострино и в проводниках и полупроводниках всегда присутствуют ядра атомов, через которые проходят трансэлпосы без изменений (рис.4).
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Рис. 4. Пересечение электроном тока на трансэлпосе ядра атома проводника при омическом сопротивлении: П – пострино; ЭА – эфана Ариадны; ПС – пострино сжатые;

Т- трансэлпосы

При выходе усеченных положительных пострино из среды  в новую среду, усеченные пострино не сохраняют свою амплитуду пульсаций. Если усеченные положительные пострино входят в новый полупроводник, то на входе они сохраняют прежнюю амплитуду пульсаций. Чтобы произвести усечение пострино второй раз, необходимо чтобы новая среда (второй полупроводник) должен быть отделен от первого  полупроводника  металлом, который закрепит усечение энергии пострино. 

Кстати, лазерное излучение и излучение смартфонов синтезируется встречным потоком положительных электрических пострино, а электроны тока и трансэлпосы не принимают участия в синтезе лазерного излучения: они присутствуют при процессе.


При нагреве полупроводника увеличивается энергия наружных серий спанов и время пересечений начала серий трансэлпосов относительно полюсов ядер атомов и меньшая часть энергии серий отсекается от трансэлпосов – сопротивление полупроводников уменьшается. Увеличивается время прохождения серий трансэлпосика через полюс ядра атома, вследствие увеличения энергии наружных атринов спанов.


Фотодио́д — приёмник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе.

Фотодиод, работа которого основана на фотовольтаическом эффекте(разделение электронов и дырок в p- и n-области, за счёт чего образуется заряд иЭДС), называется солнечным элементом. Кроме p-n фотодиодов, существуют и p-i-n фотодиоды, в которых между слоями p и n находится слой нелегированного полупроводника i. p-n- и p-i-n-фотодиоды только преобразуют свет в электрический ток, но не усиливают его, в отличие от лавинных фотодиодов ифототранзисторов.

Принцип работы:


При воздействии квантов излучения в базе происходит генерация свободных носителей, которые устремляются к границе p-n-перехода. Ширина базы (n-область) делается такой, чтобы дырки не успевали рекомбинировать до перехода в p-область. Ток фотодиода определяется током неосновных носителей — дрейфовым током. Быстродействие фотодиода определяется скоростью разделения носителей полем p-n-перехода и ёмкостью p-n-перехода Cp-n
Фотодиод может работать в двух режимах:

· фотогальванический — без внешнего напряжения

· фотодиодный — с внешним обратным напряжением

Особенности:

· простота технологии изготовления и структуры

· сочетание высокой фоточувствительности и быстродействия

· малое сопротивление базы

· малая инерционность

[image: image9.jpg]I





Рис.5. Структурная схема фотодиода. 1 — кристалл полупроводника; 2 — контакты; 3 — выводы; Φ — поток электромагнитного излучения; Е — источник постоянного тока; RH— нагрузка.
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Рис. 6. Типовая спектральная чувствительность кремниевого фотодиода.


Так представляют себе фотодиод стандартная модеь физики, предложенная А. Ейнштейном. Удивительным явялется то, что полное отсутствие реального представления о процессах фотодиодах дала возможность создать  сложнейшую электронную промышленность. 


Рассмотрим полупроводниковый фотодиод по Атрисной физике.

Фотодиоды и их атрисная интерпретация

После пересечения полюса наружными атринами пульсэдов полюсов ядер атомов касаются трансэлпосы одновременно с завершением полупериода циклических колебаний наружных атринов пульсэдов.  А наружные атрины спанов завершают полупериод пульсаций после прохождение через полюса ядер атомов серий трансэлпосов. Электронов токов, вовлеченный в ядро атома оказывается в ловушке. Он сбрасывает свою лишнюю энергию и превращается в электрон заряда в результате того, что следующий за трансэлпосом положительные электрические пострино стремятся извлечь электрон, устанавливая силовую связь между коренной вистрой электрона и центром положительного электрического пострино. Энергии для выноса электрона тока оказывается недостаточной. Серии электрона в ядре атома сжимаются и синтезируют отрицательные электрические пострино. электрон превращается в электрон заряда. 


Если поверхность полупроводника освещается фотонами светового диапазона, то находящиеся в полюсах ядер атомов электроны заряда освобождаются от силовой связи с ядром под действием энергии фотона, который поступает в полюса ядер атомов. Создается, так называемый, фотодиод. Таким образом, через полупроводник будет проходить ток только в том случае, если поверхность полупроводника будет освещена фотонами оптического диапазона. 

Все остальное выдумано учеными…

Выводы:
1. Абсурдность стандартной модели физики четко показали процессы в полупроводниках. Так называемые, р-п переходы в миру отсутствуют. Абсурдность выводов очевидна, однако эти утверждения продолжают довлеть над умами многих ученых мира. 

2. Все процессы энергообмена в ядрах атомов происходят в полюсе только в момент времени, после завершения пересечения полюса наружными атринами пульсэдов и до завершения пересечения полюса внутренними атринами пульсэдов. Во все другие времена энергообмен невозможен.

3. При захвате фотона ядром атомов он уменьшает амплитуды пульсаций свих серий до плотности квантонов наружных атринов пульсэда. И только в таком виде фотон может быть поглощен ядром в выше указанный промежуток времени.

4. Электроны тока в полупроводнике фотодиода останавливаются в полюсе ядра вместе с трансэлпосом. Трансэлпос отдает электрон тока полюсу путем установления силовой связи между производной вистрой электрона и полюсом ядра атома.

5. Производная вистры сокращается и электрон тока за время 10-60 сек перемещается в полюс ядра. Оставшиеся серии трансэлпоса сжимаются, уменьшая амплитуды пульсаций у поверхности полюса и начинают пересекать полюс с частотой колебаний наружных атирнов спанов.

6. Серии трансэлпоса пересекают полюс и устанавливают силовую связь с ним. Электрон остается в ядре атома.
7. По завершению периода циклических колебаний электрон может покинуть полюс ядра полупроводника только в том случае, если ядро в ядро поступит энергия (энергия фотона). 
8. Если эта энергия не поступает, электрон тока совершает полупериод циклических колебаний, увеличивает размеры своей производной  вистры, которая устанавливает силовую связь с центром серий бывшего трансэлпоса. Так как энергия не поступила в ядро, то силовая связь между производными вистрами электрона и центром серий трансэлпоса обрывается. Происходит резкое сжатие атринов электрона. Электрон синтезирует два отрицательных пострино. Таким образом в полюсе ядра полупроводника электрон тока превращается в электрон заряда, синтезирующий отрицательное электрическое поле.

9. Действие сжатых серий пострино, поступивших в полюс, дает возможность освободить электрон заряда от силовой связи  полюса электрона с полюсом ядра. Электрон под действием производных вистр выдергивается из ядра и поступает к сериям бывшего трансэлпоса. Трансэлпос приобретает самостоятельность. Происходит процесс прохождения тока через полупроводниковый диод.
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